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체 청 항  :   7  항  심사  :    한

(54)   착    그것  한  탑재   도체

(57)  

보   지하 ,  경  당해  끼리  하게  어  진  상태에   결합  하고,

착 , 도   내TCT   내고   등  실  신뢰  뛰어난 착    그것  한 

 탑재   도체 다. 도  (A)   (B)  함 하는 착  , 상  도

(A)가, 리플 우 도 상   가지고 납  함 하지 는 (a1)  리플 우 도 미만  

가지고 납  함 하지 는 (a2)  포함하고, 상   (B) , 열경  지 (b1)  지

드 시 복실산(b2)  포함하는 것  특징  하는 착  .

  도 - 도1
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특허청  

청 항 1 

도  (A)   (B)  함 하는 착  ,

상  도  (A)가, 리플 우 도 상   가지고 납  함 하지 는 (a1)  리플 우 도 미

만   가지고 납  함 하지 는 (a2)  포함하고,

상   (B) , 열경  지 (b1)  지  드 시 복실산(b2)  포함하고,

상  지  드 시 복실산(b2) ,  하  식(1)  시 는 지  드 시 복실산  착

.

(식 , R1  탄  1~5  킬 , n  m  0~5  다.)

청 항 2 

 1항에 어 , 상  리플 우 도가, SnAgCu 림 납  실  도   착  .

청 항 3 

 2항에 어 , 상  리플 우 도가, 260℃  착  .

청 항 4 

 1항에 어 , 상  지  드 시 복실산(b2) , 드 시 산  착  .

청 항 5 

 1항에 어 , 지  드 시 복실산(b2)  함 량 , 리플 우 도 미만   가지고 납  함

하지 는 (a2) 100 량 에 해  0.1 량  상 20 량  하  착  .

청 항 6 

 1항 내지  5항  어느 한 항에 재  착   개재시 , 과  착   가지

는  탑재 .

청 항 7 

 1항 내지  5항  어느 한 항에 재  착   개재시 , 도체  도체  탑재  지지

재가 착   가지는 도체 .

청 항 8 

삭

  

   

본 , ,   재료, 극 재료, 도  합 재료, 도  착 , 또는 다 본 재  사[0001]
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는 착   , 그것  한  탑재   도체 에 한 것 다.

 경  

   등에  실 하 ,  납  포함하는 납  한  합  리   다.  그러나[0002]

근, 경 에  식  고 , 납 신 납  포함하지 는 납프리 납 나 착   주 고

다.

그러나, 납프리 납  주  사 고 는 SnAgCu 납 ,  도가 260℃  고, 열감   [0003]

 에 는 사 할  없다고 하는 가 었다. 또한, 보다  납프리 납 ,  138

℃  Sn-Bi 납  지만, 고  경하에  사 는 도에 는, 고  에 해 납   변 하고,

취 한다고 하는 가 었다.

들   극복하  해  열경  지에  등   산시  트상  한 열경[0004]

도  착 가 고 다( 본 특허공개공보 2002-161259  참 ). 열경  도  착 는, 열경

 지    함 , 고 하에  강도 하  억 할  다. 그러나, 도   가

 끼리  에 한 것  에, 한 도  보  해  도   량  가시킬 필

가 고, 그 결과   감 에 하는 착  하가 어난다고 하는 가 었다.

, 열경  지에 플럭   납프리 납 등  에  하는  시 는 것에 해, 착[0005]

과 도  립하는 도  착 가 어 다( 본 특허공보  3730209 , 본 특허공개공보 2001-

170797  참 ). 납 함  도  착 는, 납   결합에 한 도  보 , 열경  지  플럭

 , 내열 에 한, 플럭   공  삭감  착  보  에  우 하다. 그러나, 할 겐

플럭 는, 경 하  마 그 (migration)  등  가 고, 드 실  갖지 는 2 능 

복실산 ,  결합  시  한 첨가량  하게 많 지게 어, 보   하하거나, 

착  하하는 등  가 었다.

 내

해결하 는 과

본  , 보   지하 , 경  해당 끼리 하게 어 진 상태에   결합[0006]

 하고, 착 , 도   내TCT   내고   등  실  신뢰  뛰어난 착   공

하는 것 다. 또한, 본   한 신뢰  가지는  탑재   도체  공하는

것 다.

과  해결 단

 개시[0007]

본 , (1) 도  (A)   (B)  함 하는 착  , 상  도  (A)가, 리플[0008]

우 도 상   가지고 납  함 하지 는 (a1)  리플 우 도 미만   가지고 납  함

하지 는 (a2)  포함하고, 상   (B) , 열경  지 (b1)  지  드 시

복실산(b2)  포함하는 것  특징  하는 착  에 한 것 다.

또한, 본 , (2) 상  리플 우 도가, SnAgCu 림 납  실  도  상  (1)에 재  착  [0009]

에 한 것 다.

또한, 본 , (3) 상  리플 우 도가, 260℃  상  (1) 또는 (2)에 재  착  에 한 것[0010]

다.

또한, 본 , (4) 상  지  드 시 복실산(b2) , 드 시 산  상  (1)~(3)  어느 한[0011]

항에 재  착  에 한 것 다.

또한, 본 , (5) 상  지  드 시 복실산(b2) , 하  식(1)  시 는 지  드 시[0012]

복실산  상  (1)~(4)  어느 한 항에 재  착  에 한 것 다.
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[ 1][0013]

[0014]

(식 , R1   가지고 어도  킬 , n  m  0~5  다.)[0015]

또한, 본 , (6) 지  드 시 복실산(b2)  함 량 , 리플 우 도 미만   가지고 납[0016]

함 하지 는 (a2) 100 량 에 해  0.1 량  상 20 량  하  상  (1)~(5)  어느 한 항에 

재  착  에 한 것 다.

또한, 본 , (7) 상  (1)~(6)  어느 한 항에 재  착   개재시 , 과  착[0017]

  가지는  탑재 에 한 것 다.

또한, 본 , (8) 상  (1)~(6)  어느 한 항에 재  착   개재시 , 도체  도체[0018]

 탑재  지지 재가 착   가지는 도체 에 한 것 다.

본 에 해, 보   지하 , 경  당해 끼리에 하게 어 진 상태에   결합[0019]

 하고, 착 , 도   내TCT   내고   등  실  신뢰  뛰어난 착    그

것  한  탑재   도체  공하는 것  가능하게 었다.

 실시하  한  태[0020]

본  착  , 도  (A)   (B)  함 하는 착  , 상  도  [0021]

(A)가, 리플 우 도 상   가지고 납  함 하지 는 (a1)  리플 우 도 미만   가

지고 납  함 하지 는 (a2)  포함하고, 상   (B) , 열경  지 (b1)  지

드 시 복실산(b2)  포함하는 것  특징  한다.

하, 본  착  에 포함 는 각 에 하여 한다.[0022]

도  (A)[0023]

본 에  는 도  (A)는, 리플 우 도 상   가지고 납  함 하지 는 (a1) [0024]

리플 우 도 미만   가지고 납  함 하지 는 (a2)  쪽  함 한다.

상  리플 우 도는,  들  SnAgCu 림 납  실  도 , 260℃ 다.[0025]

리플 우 도 상   가지고 납  함 하지 는 (a1) 는,  들 , Pt, Au, Ag, Cu, Ni,[0026]

Pd, Al 등  택 는 1   또는 2  상   루어지는 합  들  고, 보다 

체 는 Au , Ag , Cu , Ag도  Cu  등  들  다. 시 는, 타 공업주식 사 , 상

 「MAO5K」가 상 다.

리플 우 도 미만   가지고 납  함 하지 는 (a2) 는,  들 , Sn, Ag, Cu, Bi, In,[0027]

Zn 등  택 는 1   또는 2 상   루어지는 합  들  고, 보다 체

는 Sn42-Bi58 납(  138℃),  Sn96.5-Ag3-CuO.5 납(  217℃)등  들  다.

착  에 어  상  도  (A)  함  비 , 5~95 량%  것  직하고, 업   도[0028]

 에 , 10~90 량%  것  보다 직하고, 실  신뢰  에 , 15~85 량%  것  욱 보다 직

하다. 상  도  (A)  함  비  5 량% 미만  경우는, 도  하하는 경향  고, 한편, 95 량%

 , 착   도가 지게 어 업  보할  없게  가능  고,   

(B)   것  해 실  신뢰  하하는 경향  다.

플 우 도 상   가지고 납  함 하지 는 (a1)과 리플 우 도 미만   가지고 납[0029]

함 하지 는 (a2)과  합 비 , (a1):(a2)가 90~1 량%:10~99 량%  것  직하고, 도  

에  70~5 량%:30~95 량%  것  보다 직하고, 실  신뢰  에  60~10 량%:40~90 량%  것  욱
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보다 직하다. 상  리플 우 도 미만   가지고 납  함 하지 는 (a2)  합 비  10

량% 미만  경우 또는 99 량%  는 경우는, 실  신뢰  하하는 경향  다.

상  도  (A)가 착  에 함 는 태 는,  들  상  (a1)  경우, (a1)만[0030]

는 , (a1)만  는   재료  합한 합 , (a1)   재료 에

피복한 피복  들  다. (a2)  경우도 (a1)과 동 하다.  경우, (a1)과 (a2)과  합

 다.

상  (a1) 또는 (a2)만  는  평균 경 , 특별  한  없지만, 0.1~100㎛  것  [0031]

직하고, 쇄   업  에  1.0~50㎛  것  보다 직하고, 보    실  신뢰  에

 5.0~30㎛  것  욱 보다 직하다. 상  평균 경  0.1㎛ 미만  경우는, 착   도가

지게 어 업  보할  없게  가능  고, ,   보하  해 는, 다량

지  드 시 복실산(b2)  필 하게 고, 보  나 착  하하는 경향  다. 또한, 상

 평균 경  100㎛  , 쇄    신뢰  하하는 경향  다. 상  평균 경 , 50

체 %  경 , 마  사 ㆍ  산  도 포  ( 사 )  하여 하여 할

 다.

상  과 합하는  재료 또는 상  에 해 피복 는  재료 는, 릴 고 , 폴리 티[0032]

등  폴리  ；다 몬드, 질 , 질 루미늄, 루미나 등   ；등  들  다.

 (B)[0033]

본 에  는  (B) , 열경  지 (b1)  지  드 시 복실산(b2)  [0034]

쪽  함 한다.

본 에 는, 도  (A)   (B)과  합 비 , 착   고 에 해  량비 ,[0035]

도  (A):  (B)  50:50~95:5  것  직하다. 또한, 착 , 도 , 업  에 , 도

(A):  (B)  70:30~90:10  것  보다 직하다. 상  합 비 에 어 ,  (B)

비  50 량%  는 경우는, 도  (A)   하지  에 도  나빠지게 는 경향  

고, 또한 5 량% 미만  경우는, 착   도가 지게 어 업  보할  없게 는 경향에

고, , 착  하하는 경향  다.

또한, 본 에 어 ,  (B)  열경  지 (b1)  지  드 시 복실산(b2)[0036]

합  미하는 것  한다.

열경  지 (b1) 는, 열경   고  합  또는 그 체  포함하고, 필 에 ,[0037]

 , 경 , 경  향상시  한 경 진 , 합 가능한 에틸  탄 -탄   결합

가지는 합 ,  개시 ,   한 가 , 업  향상  한 , 착  향상 , 

향상 , 포   도  한   하나 상  포함해도 다. 또한, 열경  지 

(b1) , 여 에 열거한 것   포함하고 어도 상  없다.

상  열경   고  합  또는 그 체 는, 특별  한  없고,  들 , 에폭시 지, [0038]

릴 지, 말 미드 지, 시 트 지 등  열경   고  합  또는 그 체 등  들 

다. 들  릴 지, 말 미드 지 또는 에폭시 지가, 내열 , 착  뛰어나고, 또한  

 사 하는 것에 해 상  할   에 업  뛰어난 에  직하다. 상  열경

  고  합  또는 그 체는, 단독  또는 2  상  합하여 사 할  다.

열경   고  합  에폭시 지  사 하는 경우,  , 경 , 경 진  병[0039]

하는 것  직하다.

상  에폭시 지 는, 1  에 2개 상  에폭시  가지는 합  직하고,  들 , 비[0040]

A, 비 F, 비 AD 등과 에피 드린  도 는 에폭시 지 등  들  다. 에폭시 지

 체 는, AER-X8501( 사 공업주식 사 , 상 ), R-301( 에폭시주식 사 , 상 ), YL-

980( 에폭시주식 사 , 상 ) 등  비 A  에폭시 지；YDF-170( 주식 사 , 상 ) 등

 비 F  에폭시 지；R-1710(미쓰 학공업주식 사 , 상 ) 등  비 AD  에폭시 지；

N-730S(다 니뽄 학공업주식 사 , 상 ), Quatrex-2010(다우ㆍ 미컬사 , 상 ) 등  볼

에폭시 지；YDCN-702S( 주식 사 , 상 ), EOCN-100( 본 주식 사 , 상 ) 등  볼
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 에폭시 지；EPPN-501( 본 주식 사 , 상 ), TACTIX-742(다우ㆍ 미컬사 , 상 ), VG-3010(미

쓰 학공업주식 사 , 상 ), 1032S( 에폭시주식 사 , 상 ) 등  다 능 에폭시 지；HP-

4032(다 니뽄 학공업주식 사 ,  상 )  등  나프탈  골격  가지는 에폭시 지；EHPE-3150,  CEL-

3000(  다 학공업주식 사 , 상 ), DME-100(신 본 주식 사 , 상 ), EX-216 L(나가

공업주식 사 , 상 ) 등  지 식 에폭시 지；W-100(신 본 주식 사, 상 ) 등  지  에폭시 

지；ELM-100( 미 학공업주식 사 , 상 ), YH-434L( 주식 사 , 상 ), TETRAD-X, TETRAC-

C(  미 비시가 학주식 사,  상 )  등  민  에폭시  지； 나 EX-201(나가

공업주식 사 , 상 ) 등  신  에폭시 지； 나 EX-211(나가 공업주식 사 , 상 ) 등

 틸 리  에폭시 지； 나 EX-212(나가 공업주식 사 , 상 ) 등  헥산 리  에

폭시 지； 나 EX시리 (EX-810, 811, 850, 851, 821, 830, 832, 841, 861(  나가 공업주식 사 ,

상 ) 등  에틸 ㆍ프 필 리  에폭시 지；하  식(1)  시 는 에폭시 지 E-XL-24, E-XL-

3L(  미 학주식 사 , 상 )；등  들  다.

[ 2][0041]

[0042]

( 식(I) , n  1~5   나타낸다.)[0043]

들 에 도, 내열 , 도  에 , 3 능 상  에폭시 지가 직하다. 또한, 착  에[0044]

 3  민 함  에폭시 지가 보다 직하다.

들  에폭시 지는 단독  또는 2  상  합하여 사 할  다.[0045]

또한,  는, 1  에 에폭시  1개만 가지는 에폭시 합 , 본  착  [0046]

 특  해하지 는 에  사 고, 에폭시 지 량에 해  0~30 량%  에  사 하는 것

직하다.  같  에폭시 합  시 는, PGE( 본 주식 사 , 상 ), PP-101( 주

식 사 , 상 ), ED-502, ED-509, ED-509S( 사 공업주식 사 , 상 ), YED-122( 에폭시주식

사 , 상 ), KBM-403(신에 학공업주식 사 , 상 ), TSL-8350, TSL-8355, TSL-9905( 시 실리 주식

사 , 상 ) 등  들  다.

또한, 경 는, 에폭시 지  경  통상 는 것  특별  한  없지만,  들 , H-[0047]

1( 주식 사 , 상 ), VR-9300(미 학주식 사 , 상 ) 등   볼  지；XL-

225(미 학주식 사 , 상 )  등  킬 지；AL-VR-9300(미 학주식 사 , 상

) 등  릴  볼  지； 시 미드； 어( 사 공업주식 사 , 상 ) 등  에폭

시 지  민 합   루어지는 마  경 ；하  식(II)  시 는 p-

볼  지  MTPC( 학공업주식 사 , 상 )；하  식(III)  시 는 특   지  PP-700-

300( 본 학주식 사 , 상 )；하  식(IV)  시 는 염 산 드 지드  ADH, PDH, SDH(

 본 드 진공업주식 사 , 상 )；등  들  다.

[ 3][0048]

[0049]
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(다만, 식(II) , R  탄 , m  1~5   나타낸다.)[0050]

[ 4][0051]

[0052]

(다만, 식(III) , R
1

 킬 , R
2
는  또는 탄 , p는 2~4   나타낸다.)[0053]

[ 5][0054]

[0055]

( 식(IV) , R
3

 m- 닐 , p- 닐  등  2가  향 , 탄  1~12  직쇄 또는 쇄  킬[0056]

 나타낸다.)

들  경 는, 1  단독  또는 2  상   합하여 해도 다.[0057]

경  사 량 , 에폭시 지  에폭시  1.0당량에 해 , 경     량  0.3~1.2당량[0058]

 것  직하고, 0.4~1.0당량  것  보다 직하고, 0.5~1.0당량  것  특  직하다. 상  경

 사 량  0.3당량 미만 , 내리플 우  하하는 경향  고, 1.2당량   착  

도가 상승하여, 업  하하는 경향  다. 상  경    는, 에폭시 지   

 가지는 고,  들 ,  산  등  들  다.

경  사 량 , 에폭시 지 100 량 에 해  0.01~90 량  것  직하고, 0.1~50 량  것[0059]

보다 직하다. 상  경  사 량  0.01 량  미만  경  하하는 경향  고, 90 량  

 착   도가 하고, 업  하하는 경향  다.

또한, 경 진 는,  들 ,  염 합  EMZㆍK, TPPK(  학공업주식 사 , 상[0060]

), 3  민  또는 그 염  DBU, U-CAT102, 106, 830, 840, 5002(  산 프 사 , 상 ), 미다

 어 , 2PZ-CN, 2P4MHZ, C17Z, 2PZ-OK(  시 쿠 주식 사 , 상 ) 등  들  다.

경   필 에  첨가 는 경 진 는, 각각 단독  해도 고, 또한, 복  경   경[0061]

진   합하여 해도 다. 경 진  사 량 , 에폭시 지 100 량 에 해  20 량

하  것  직하다.

또한, 합 가능한 에틸  탄 -탄   결합  가지는 합 는, 릴산에  합  또는 타[0062]

릴산에  합  등  들  고, 1  에 1개 상  릴  또는 타 릴  가지는 합

다. 체  하에 든다.  들 , 틸 릴 트, 에틸 릴 트, 프 필 릴 트, 프 필

릴 트, n- 틸 릴 트, 틸 릴 트, t- 틸 릴 트, 릴 트, 

릴 트, 헥실 릴 트, 헵틸 릴 트, 틸 릴 트, 2-에틸헥실 릴 트, 닐 릴

트, 실 릴 트, 실 릴 트, 우릴 릴 트, 트리 실 릴 트, 헥사 실 릴

트, 릴 릴 트, 릴 릴 트, 시 헥실 릴 트, 보닐 릴 트 등  

릴 트  합 ； 틸 타 릴 트,  에틸 타 릴 트,  프 필 타 릴 트,

프 필 타 릴 트, n- 틸 타 릴 트, 틸 타 릴 트, t- 틸 타 릴 트, 타

릴 트, 타 릴 트, 헥실 타 릴 트, 헵틸 타 릴 트, 틸 타 릴 트, 2-에틸헥실

타 릴 트, 닐 타 릴 트, 실 타 릴 트, 실 타 릴 트, 우릴 타 릴 트, 트

리 실 타 릴 트, 헥사 실 타 릴 트, 릴 타 릴 트, 릴 타 릴 트, 시

헥실 타 릴 트, 보닐 타 릴 트 등  타 릴 트 합 ；

에틸 리 릴 트,  폴리에틸 리 릴 트,  폴리프 필  릴 트,  2- 시에틸 릴[0063]
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트, 2-에 시에틸 릴 트, 2- 시에틸 릴 트, 시 에틸 리 릴 트, 시폴리

에틸 리 릴 트,  시 닐 시에틸 릴 트,  2- 시에틸 릴 트,  시 에틸

리 릴 트,  시폴리에틸 리 릴 트,  2- 시에틸 릴 트,  2- 드 시-3- 시

프 필 릴 트  등  릴 트  합 ； 에틸 리 타 릴 트,

폴리에틸 리 타 릴 트,  폴리프 필 타 릴 트, 2- 시에틸 타 릴 트, 2-에 시에틸 타

릴 트,  2- 시에틸 타 릴 트,  시 에틸 리 타 릴 트,  시폴리에틸 리 타

릴 트,  시 닐 시에틸 타 릴 트,  2- 시에틸 타 릴 트,  시 에틸 리 타 릴

트,  시폴리에틸 리 타 릴 트,  2- 시에틸 타 릴 트,  2- 드 시-3- 시프 필

타 릴 트 등  타 릴 트 합 ；

질 릴 트,  2-시 에틸 릴 트,  γ- 릴 시에틸트리 시실 ,  리시 릴 트,  트[0064]

드 릴 릴 트,  틸 미 에틸 릴 트,  에틸 미 에틸 릴 트,  릴 시에틸

포 트,  릴 시에틸 닐 시드포 트 등  릴 트 합 ； 질 타 릴 트,  2-시 에

틸 타 릴 트, γ- 타 릴 시에틸트리 시실 , 리시 타 릴 트, 트 드 릴 타 릴

트, 틸 미 에틸 타 릴 트, 에틸 미 에틸 타 릴 트, 타 릴 시에틸포 트, 타

릴 시에틸 닐 시드포 트 등  타 릴 트 합 ；

에틸 리 릴 트, 1,4- 탄 릴 트, 1,6-헥산 릴 트, 1,9- 난 릴[0065]

트,  1,3- 탄 릴 트,  틸 리 릴 트 등  릴 트 합 ；에틸 리

타 릴 트, 1,4- 탄 타 릴 트, 1,6-헥산 타 릴 트, 1,9- 난 타 릴

트, 1,3- 탄 타 릴 트, 틸 리 타 릴 트 등  타 릴 트 합 ；

에틸 리 릴 트,  트리에틸 리 릴 트,  트 에틸 리 릴 트,  폴리에틸[0066]

리 릴 트, 트리프 필 리 릴 트, 폴리프 필 리 릴 트 등  릴

트 합 ； 에틸 리 타 릴 트, 트리에틸 리 타 릴 트, 트 에틸 리 타

릴 트,  폴리에틸 리 타 릴 트,  트리프 필 리 타 릴 트,  폴리프 필 리

타 릴 트 등  타 릴 트 합 ；

비 A, 비 F 또는 비 AD 1몰과 리시 릴 트 2몰  , 비 A, 비 F 또는[0067]

비 AD 1몰과 리시 타 릴 트 2몰  ；

비 A, 비 F 또는 비 AD  폴리에틸 사 드 가  릴 트, 비 A, 비 F[0068]

또는 비 AD  폴리프 필 사 드 가  릴 트, 비 A,  비 F  또는 비 AD

폴리에틸 사 드 가  타 릴 트, 비 F 또는 비 AD  폴리프 필 사 드 가

타 릴 트；비 ( 릴 시프 필)폴리 틸실 산,  비 ( 릴 시프 필) 틸실 산- 틸실 산

폴리 ,  비 ( 타 릴 시프 필)폴리 틸실 산, 비 ( 타 릴 시프 필) 틸실 산- 틸실 산 폴

리  등  들  다.

합 가능한 에틸  탄 -탄   결합  가지는 합 , 상  합  단독  또는 2  상  [0069]

합하여 사 할  다.

또한,  개시 는 특별  한  없지만, 보 드 등  에  과산  직하고, 또한 착  [0070]

 경   도  에  과산  해 도 는 70~170℃가 직하다.  개시

체 는, 1,1,3,3- 트 틸 틸 시2-에틸헥사 에 트, 1,1-비 (t- 틸 시)시 헥산, 1,1-비

(t- 틸 시)시 도 , -t- 틸 시 프탈 트, t- 틸 시 에 트, 쿠 사 드, t-

틸쿠 사 드, 2,5- 틸-2,  5- (t- 틸 시)헥산, 2,5- 틸-2,5- (t- 틸 시)3-헥신,  쿠 하

드 사 드 등  다.  개시  합량 , 착   , 0.1~10 량%  것  직하고,

0.5~5 량%  것  보다 직하다.

또한, 가 는, 상 폴리 타 엔(우 산사  「CTBN-1300×31」, 「CTBN-1300×9」, 닛뽄 다사  「[0071]

NISSO-PB-C-2000」) 등  들  다. 가 는, 도체  리드 프  착한 것에 해  생하는 

 하는 과가 다. 가  합량 , 통상,  고  합   그 체  량 100 량 에

해 , 0~500 량 다.

지  드 시 복실산(b2) 는, 지  주쇄골격에 직 ,  지  쇄  개재하여 2개  드[0072]

실   1개  상  복실 가  결합 고  는  합  특별  한  지  는다.  2개
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드 실 는, 동  또는 다  탄  원 에 결합하고 어도 지만, 동 한 탄  원 에 결합하고 는 것

직하다. 지  드 시 복실산(b2) 는, 드 시 산  직하고,  들 , 2,2-비

드 시 틸프 피 산, 2,2-비 드 시 틸 탄산, 2,2-비 드 시 틸 탄산, 2,2-비 드 시 틸헥산

산, 2,2-비 드 시 틸헵탄산, 2,2-비 드 시 틸 탄산, 주 산, 드 시 핀산 등  드 시C3-

20  또는 복실산, 직하게는 드 시C4-14 복실산 등  들  다.

직한 지  드 시 복실산(b2) 는, 하  식(1)  시 는 지  드 시 복실산[0073]

다.

[ 6][0074]

[0075]

( 식(1) , R1   가지고 어도  킬 , n  m  0~5  다.)[0076]

상  R1 ,  틸 , 에틸 , 프 필 , 프 필 , 틸 , 틸 , tert- 틸 , 틸  등  탄[0077]

1~5  킬 가 시 다.

상  식(1)  시 는  지  드 시 복실산  체 는,  2,2-비 드 시 틸프 피 산,[0078]

2,2-비 드 시 틸 탄산, 2,2-비 드 시 틸 탄산 등  들  고, 그 에 도, 2,2-비 드 시

틸프 피 산  직하다.

본 에 어 , 지  드 시 복실산(b2)  함 량 , 리플 우 도 미만   가지고 납  함[0079]

하지 는 (a2)  100 량 에 해 , 0.1~20 량  것  직하고, 보  ,  도  에

1.0~10 량  것  보다 직하다. 상  지  드 시 복실산(b2)  함 량  0.1 량  미만  경

우, 도  (A)  해  하하고,  끼리가   결합  지  에 도

하하는 경향  다. 한편, 상  지  드 시 복실산(b2)  함 량  20 량  , 열경

지 에 한 보강 과가  얻어지지  에 착   보  , 쇄  하하

는 경향  다.

본  착  에는, 실  커플링 (신에 학주식 사  「KBM-573」등)나 티탄 커플링  등  착[0080]

 향상 , 계 계 나 계 계  등   향상 , 실리   등  포  등  첨가

 사 할  다. 상  착  향상 ,  향상 , 포  등  첨가 는, 각각 단독  또는 2

상  합하여 사 할  고, 첨가  사 량  합계 , 착   체에 해  0.1~10 량%  것

직하다.

또한, 본  착  에는, 착   시  업   사 시  도포 업  보다 하게[0081]

하  하여, 필 에   첨가할  다. 는, 틸 브, 비 , 트산 틸

브, 트산 비 , 프 필 리 틸에 , 에틸 리 에틸에 , α- 피  등  비

비   가 직하다.  사 량 , 착   체에 해  0.1~30 량%  

것  직하다.

본  착   하 , 도  (A)   (B) , 필 에  첨가 는 다  [0082]

함께,  또는 할하여 , 죽 , 3개 , 플 리 믹 (planetary mixer) 등  산ㆍ 해

 합하고, 필 에  가열하여 합, 해, 해립(解粒)  또는 산하여 균 한 트상

하  다.

본  착  , 납과 동 한 도  도  가지고, 또한 착  뛰어나므 ,  납[0083]

고   체재  리 사 할  다. , 동 나 LSI 지 등  과, 폴리

미드 지, 에폭시 지 등  플 틱 필 , 리 직포 등  재에 폴리 미드 지, 에폭시 지, BT

진 등  플 틱  함 ㆍ경 시  것, 루미나 등  믹  등  과  합에 할  다.
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체 는, 본  착  , 도 1~2에 나타낸  같 ,  납  하고  동 [0084]

 나, 납  도  필  하고  도체  등   에도 할 

다. 특 , 본  착  , 납과 비 하여 에   가능하  에, CCD 듈 등

내열  어지는  하는 경우에 하게 다. 또한, 납  개재하여 도체  

하는 경우는, 도체  과  열 창 계  차 에 해 생하는  하  해 , 

과  사 에 언 필재  주 할 필 가 었다. 에 해 , 본  착    행하는 경

우는, 지     가지  에, 언 필재  필  하지 고, 또한 프 에 어

도, 플럭   공 나 언 필 주  공  삭감할   에 하다.

또한, 본  착  , 도 3에 나타낸  같 , 납과 합하여 하여 도체  과[0085]

 행할  다. 또한, 본  착  , 도 4에 나타낸  같 , 도 1 나 도 2에 나타내는

동  탑재한  포우  ,  보드(motherboard)  같  다  에 실 할 에도 사

할  다.

본   탑재 , 본  착   개재시 , 과  착   가진[0086]

다.

하, 본   탑재 에 해 , 도 1~4  하여 한다.[0087]

도 1 , 본   탑재  한 실시 태  나타내는 식 단 도 다. 도 1에 나타낸 [0088]

같 ,  탑재 (1) , (12)상에    단 (14)  (16)에 어 는 

  단 (18)가, 도  재(10)에 해    가지고 다. 그리고, 도  재(1

0)는, 상 한 본  착   경 시  것  어 다.

본  착   하여 (16)과 (12)  착시 , 우  (12)    단[0089]

(14)상에 착   , 린 쇄 , 탬핑  등에 해 도포한다. 어,  

단 (18)  가지는 (16) ,   단 (18)    단 (14)가 착   개재하여

 도  (12)에 착하고, 그 후 븐 또는 리플 우  등  가열  하여 착

 가열 경 하는 것에 해 행할  다.

또한, 본   탑재 , 도 1에 나타낸  한 지 고,  들 , 도 2~4에 나타내는[0090]

 가지고 어도 다. 도 2에 나타내는  탑재 (2) , (12)상에    단

(14) , (16)에 어 는 리드(20)가, 본  착   경 시  루어지는 도  재

(10)에 해    가지고 다.

또한, 도 3에 나타내는  탑재 (3) , 본  착  과 납  합하여 (12)과 [0091]

(16)  한  가지고 다.  탑재 (3)에 어 , (16)상에는  

단 (18)가 고, 또한   단 (18)상에, 납 볼(22)  어 다. 그리고,  납 볼

(22)과 (12)상에    단 (14)가, 본  착   경 시  루어지는 도  재

(10)에 해  어,  탑재 (3)  고 다.

또한, 도 4에 나타내는  탑재 (4) , 도 2에 나타낸 (16)  탑재한 (12) , 다  [0092]

(24)에  실 한  가지고 다. 여 에 도, (16)과 (12)과  ,  (12)과 

(24)과  , 본  착   경 시  루어지는 도  재(10)에 해 행해지고 다.

또한, 본  도체 는, 본  착   개재시 , 도체  도체  탑재  지지 [0093]

재가 착   가진다. 도체  도체  탑재  지지 재에 착한 후, 필 에 , 어

본드 공 , 지 공  행한다. 도체  탑재  지지 재 는,  들 , 42 얼  리드 프 , 리

리드 프 , 듐 PPF 리드 프  등  리드 프 , 리 에폭시 ( 리  강  에폭시 지  루

어지는 ), BT (시 트   그 리고  비 말 미드  루어지는 BT 진 사  ) 등

   들  다.

본  착   하여 도체  도체  탑재  지지 재에 착시 , 우  도체[0094]

 탑재  지지 재상에 착   , 린 쇄 , 탬핑  등에 해 도포한 후, 도

체  착하고, 그 후 븐 또는 트 블  등  가열  하여 가열 경 하는 것에 해 행할 

다. 가열 경 는, 통상, 100~300℃에 , 5 ~10시간 가열하는 것에 해 행해진다. 또한, 어본드 공
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거  후, 통상  에 해 지하는 것에 해  도체  할  다.

도  간단한 

도 1 , 본   탑재  한 실시 태  나타내는 식 단 도 다.[0095]

도 2는, 본   탑재  다  한 실시 태  나타내는 식 단 도 다.

도 3 , 본   탑재  다  한 실시 태  나타내는 식 단 도 다.

도 4는, 본   탑재  다  한 실시 태  나타내는 식 단 도 다.

 실시하  한 체  내

실시[0096]

하, 실시 에 해 본  체  하지만, 본  것에 해  한 는 것  니다.[0097]

실시 , 참고 에  한 재료는, 하   한 것,  한 것 다.   실시  1[0098]

 나타내지만, 그  실시 ,  참고  지 , 합비는  1~2에 나타내는 고,  

에 해 는 실시  1과 동 하다.

[실시  1][0099]

YDF-170( 주식 사 , 상 , 비 F  에폭시 지, 에폭시당량=170) 14.8 량 , 2PZ-CNS(시[0100]

쿠 공업주식 사 , 상 , 미다  합 ) ( 식5 량  BHPA(Alfa Aesar , 2,2-비 드 시 틸

프 피 산) 3.7 량  합하여, 3개  3  통과하여   했다.

다 에, 상 에  얻    20 량 에 해 ,  Sn42-Bi58 납 (평균 경 20㎛,  138[0101]

℃) 40 량 ,  MAO5K( 피복 리 , 상 , 타 공업주식 사 ) 40 량  가하여 합하고,

에  진공  죽  하여 10 간 한 후, 500Pa 하  10 간   탈포처리  행하는 것

에 해 착   얻었다.

[실시  2~7, 참고  1~7][0102]

 1~2에 나타내는  한 것 는 실시  1과 동 하게 하여, 각 착   얻었다.[0103]

또한,  1~2에 나타낸 재료  상 는 하  같다. 또한,  1~2  각 재료  합량  단 는 량 다.[0104]

BHBA:2,2-비 드 시 틸 탄산[0105]

BHVA:2,2-비 드 시 틸 탄산[0106]

 Sn96.5-Ag3-CuO.5 납:평균 경 20㎛,  217℃[0107]

( 착 , 체  항 , 내TCT ,  내고   평가)[0108]

상  실시  1~7, 참고  1~7에 한 착   특  하   했다. 그 결과   1[0109]

 2에 리해 나타냈다.

(1) 착 :상  착   Ag도  착 Cu 상에  0.5mg 도포하고,  에 2mm×2mm×0.15mm  Sn도[0110]

 착 Cu  탑재했다. 그 후, 실시  1~7  참고  1, 2, 4~7  착   한 시험편에 해

는, 150℃, 20 간  열  가하고, 참고  3  시험편에 해 는 260℃, 10 간  열  가했다.  시

험편  하여, 어 도 500㎛/sec, 리어런  100㎛  본드 (DAGE 시리  4000, (주) )에

해 25℃에 어  어 강도  했다.

(2) 체  항 :폭 1mm×  5mm× 께 0.15mm  Ag도  착 Cu  2매 , 상  착   개재시 ,[0111]

각각  직  도  십  착하고, 착  1mm×1mm×0.1mm가 는 시험편  비하고, 또한 상

 (1)에  재한  열  가했다.   시험편  하여,  사단 (R687E  DIGITAL  MULTIMETER,

드 트 )  께 향  체  항  했다.

(3) TCT 시험: 리에폭시 (100mm×50mm×1.0mm)  Ag도  착 Cu 드(1.7mm×1.4mm)에 상  착[0112]

 탈 마 ( 께 100㎛, 개   1.0mm×1.6mm)  하여 쇄하고,  항(3.2mm×1.6mm, 
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항 RK73Z2BTTD, )  탑재했다.   탑재 에 상  (1)  열  가하고, 내TCT  평가  시

험  했다.  시험 , 열 격시험 (-55℃／15min, 125℃／15min, WINTECH NT1010, 쿠

(주) )에 하고,  항  했다. 또한  1~2  내TCT ,  항에 해  ±10% 상  

항 변  나타낸 사   나타냈다.

(4) 고   시험:상  (3)과 동 하게 하여 한 시험 , 125℃  고 (  경 시험  JUNIOR[0113]

SAO1, 쿠 (주) )에 하고,  항  했다. 또한  1~2  고   시험 ,  항에

해  ±10% 상  항 변  나타낸  시간  나타냈다.

 1

[0114]

 2

[0115]

 1 , 본  착   뛰어난 내TCT  가지는 것    다. (a1)  함 하지 는[0116]

참고  1  착  , (a1)  포함한 실시  1, 2  비 하여 체  항  값  고, TCT 시험

등  신뢰 도 어진다.
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(a1)  열경  지 (b1)  함 하지 는 참고  2 또는 3  착  , (a1)  열경[0117]

 지 (b1)  포함한 실시  1, 2  비 하여 열경   보강 과가 얻어지지  에,

TCT 시험 등  신뢰  어진다. 지  드 시 복실산(b2)  함 하지 는 참고  4  5  착

 , 지  드 시 복실산(b2)  포함한 실시  1~7과 비 하여,   결합  

하지  에 체  항  값  고, TCT 시험 등  신뢰 도 어진다. (a1)  함 하지 

는 참고  6 또는 7  착  , (a1)  포함한 실시  6, 7과 비 하여 체  항  값  고,

TCT 시험 등  신뢰 도 어진다.

도

도 1

도 2

도 3
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도 4
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